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Correction examen Antenne
Questions de cours : (8pts)
1. Donner la définition d’antenne ?

Une antenne est un dispositif permettant de rayonner (émetteur) ou, de
capter (récepteur), les ondes électromagnétiques. L'antenne est un élément
fondamental dans un systeme radioélectrique, et ses caractéristiques
(rendement, gain, diagramme de rayonnement...) influencent directement
les performances de qualité et de portée du systeme.

2. Donner les expressions de champ électromagnétique en zone lointaine par

I’antenne doublet électrique EetH?
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3. Quels sont les méthodes classiques de synthése des réseaux d’antennes ?

o Technique d’excitation binomiale
o Technique d’excitation de Schelkunoff
e Technique de la transformée de Fourier

4. Quel est le principe de relation de Kottler (donner ces formules) ?

Les antennes a ouvertures permettent de transmettre un signal hyperfréguence
dans I’atmosphére. La formule de Kottler permet de calculer le champ électrique
rayonné par une antenne de surface S.

A grande distance de I’antenne la formule de Kottler se simplifie en :
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1+cos(0)

E(P) =j Jfy EQMerds

2Arg
et devient sur ’axe des z :

e

—jkr
e ffS E(M) dS
Application au calcul du gain d’une surface rayonnante éclairée par un champ

uniforme (E(M) = E, ): E(P)=j S E,S

E(P) =]

2Arg

La puissance recueillie dans un élément de surface sur 1’axe se calcule par :

1 |E|]? 1 E2s2
dP =~ = -

Exercice : (12pts)

Réponse :
Champ crée par le réseau placé le long de I’axe oy (z=0) :

Zol :
dES(r, 6,¢) = j S dl sin(6) e~

sin(N—S) (N-1)S
dEJ*!(r, 6,0) = dES" (r, 6,0) —2—¢ 2

sin(i)
Ou: S=kdsin(0 sin(ep)
Le réseau étudié est equivalent a deux réseaux identiques (principe des images)
distants de 2H. Ce probléme se ramene a 1’étude d’une paire d’antennes réseau.
Champ électrique rayonné :
dET%'(z = +H) = dE}°*(z = 0) e/kHCos()
dETt(z = —H) = dEgot(Z = 0) ¢~ JkHCos(6)

Dans ces conditions, le champ total crée par le réseau en présence du sol est

donné par :
. NS
Réseau (1) Sln(_?_) jQ!:llg
dE, (r,0¢0) =2dE,; (1,6 ¢) —Scos(kH cos(0) e’ 2
sin(i
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Que signifie la bande Interdite (B 1) dans

les maténaux de point de vue condu
Iexustence de la bande de conductlon al

intérieure de la bande valence?
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ctivité électrique et que Signifie

Cnter deux matériaux semi- conducteurs simples et deux composés
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. Dans quel mvea}; d' énergle (bande) les électrons de l'orbite externe des atomes, d'un semi conducteur?
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i Quels sont les types de charge dans un semi conducteur type N et P?
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Quel est le réle de dopage dans les seml—conducteurs
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Quelle est la direction et role du champ électrique interne d'une jonction PN
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Comment expliquer une zone de déplétion non symétrlque
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Comment augmenter la sensibilité d'une photodiode
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Quelle est I'lmporta nce des Semi-conducteurs
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